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摘 要

近年來功率半導體元件被廣泛的應用於工業、商業、住家、通訊、交通與電力等領域。在未來的數十年內，電力電子將朝

向高電壓、大電流功率、及低切換模組等方向發展，並且朝向積體電路化。然而，在此領域靜電放電破壞(ESD)問題卻依

然存在，甚至比一般低電壓製程之積體電路更脆弱。 靜電放電的問題日益嚴重，傳統靜電防護元件的設計大多利用試誤法

（trial and error）實際測試或用SPICE模擬等效電路，以獲得適合的保護元件。本研究利用電腦輔助設計軟體TSUPREM-4

及MEDICI模擬和改善元件電性，並設計一套ESD保護電路，再利用SCR佈局參數分析比較之結果，使保護元件的電性表

現符合Design Window範圍來達到LDMOS的ESD保護最佳化的目的。
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